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Методом конденсации молекулярных пучков, в вакууме 10-4 Па на свежесколотых гранях (111) ВаF2 выращены 

структурно-совершенные эпитаксиальные пленки PbS1-хТeх. Применением дополнительного компенсирующего источника 
паров Те и регулированием его температуры в процессе роста, разработана технология получения пленок p и n-типов 
проводимости с заданными электрофизическими параметрами (µ77К=2÷3·104 см2/В·сек; (n,p)77К=0,8÷1·1017 см-3) и в едином 
технологическом цикле созданы фоточувствительные p–n гомопереходы на их основе. Максимальное значение 
фоточувствительности наблюдается при длине волны λmax=4,5 мкм. 

 
Соединения халькогенидов свинца занимают 

важное место в инфракрасной технике. На их основе 
созданы и применены различные оптоэлектронные 
приборы на область спектра 3-5 мкм [1]. 

В работах [2-4] на различных подложках выра-
щены эпитаксиальные пленки этих соединений, 
исследованы особенности роста, структура, 
электрофизические свойства и на их основе получены 
фоточувствительные p–n переходы. Особенности 
роста, структура и электрофизические свойства 
эпитаксиальных пленок их твердых растворов 
исследуется в [5-7]. В настоящей работе 
рассматривается получение эпитаксиальных пленок 
твердых растворов PbS1-хTeх (x=0,5) на 
свежесколотых гранях монокристаллов BaF2 (111), 
методом конденсации молекулярных пучков (КМП) и 
создание фоточувствительных p–n гомопереходов на 
их основе. Выбор в качестве подложки монокрис-
таллов BaF2 продиктован их оптической прозрач-
ностью в этом спектральном диапазоне, хорошей 
механической прочностью и химической 
инертностью [8]. Максимальная близость и 
изопериодичность параметров решеток подложки и 
наращиваемой пленки (аBaF2=аPbS1-хTeх=6,19 Å) а также 
совпадение их коэффициентов термического 
расширения создали необходимые условия получения 
эпитаксиальных пленок PbS1-хTeх (x=0,5) с 
совершенной кристаллической структурой и 
высокими электрофизическими параметрами, в 
соответствии [5]. 

Изопериодичность параметров подложки и 
наращиваемой пленки обеспечивалась использова-
нием в качестве источника заранее синтезированные 
твердые растворы PbS1-хTeх соответственным хими-
ческим составом х=0,5 и применением дополни-
тельного компенсирующего источника Те в процессе 
роста. Полученные пленки, в согласии данными [5] 
имеют гладкую поверхность без вторичных включе-
ний, монокристаллическую структуру с полушириной 
кривой качания рентгеновской дифракции W½=100", 
вырастают плоскостью (111)пл.||(111)подл. и их электро-
нограммы индицируются на основе гранецентриро-
ванной кубической решетки с параметром а=6,19 Å 
(рис.1.а,б,в). 

Кристаллическое совершенство пленок иссле-
довалось применением методов электронографии, 
электронномикроскопии и рентгенодифрактометрии. 

Для этих исследований были использованы 
трехкристальный рентгеновский спектрометр ТРС в 
двухкристальном режиме, электронограф ЭМР-100 и  
малогабаритный растровый электронный микроскоп 
09ИОЭ-100-005. Применением дополнительного ком-
пенсирующего источника паров Те и регулированием 
температуры в процессе роста, была разработана 
технология получения пленок PbS1-хTeх n и p-типов 
проводимости с необходимыми электрофизическими 
параметрами µ77К=2÷3·104 см2/В·сек; (n,p)77К=0,8÷ 
1·1017 см-3. Инверсия типа проводимости сопровож-
дается исчезновением черных пятен наблюдаемых на 
поверхности в виде включений, образующихся в 
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результате взаимодействия адсорбированного кисло-
рода с излишним свинцом в процессе роста.  
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Рис.1. Эпитаксиальная пленка PbS1-xТеx (х=0,5) 

а) электронограмма; а=6,19 Å; б) электронно-
микроскопический снимок; в) кривая качания 
рентгеновской дифракции W½=110". 
 

Для создания p-n гомопереходов p-PbS1-хTeх / n- 
PbS1-хTeх слои n и p-типов, толщиной 1,5-2 мкм, осаж-
дались в едином технологическом цикле, без наруше-
ния вакуума в соответствии [2-4]. 
Прямая ветвь вольтамперной характеристики (ВАХ) 
(рис.2) полученных p–n гомопереходов при малых 
смещениях подчиняется экспоненциальному закону 
J=Joexp(eU/βkT). Значение коэффициента β0000 
Полученные p–n гомопереходы оказались фо-
точувствительными в области спектра 3÷5 мкм. Их 
типичная спектральная характеристика представлена 
на рис.3. Как видно из рисунка, максимальная 
фоточувствительность наблюдается при длинах волн 
λmax= 4,5 мкм, которая смещена в сторону длинных 

волн по сравнению с аналогичной характеристикой 
эпитаксиальных пленок соединения PbS [2]. Это 
смещение объясняется уменьшением ширины 
запрещенной зоны в исследуемых твердых растворах 
Использованием специальной конструкции, 
держателя нагревателя подложек с передвижной 
заслонкой и маской с двумя системами взаимно 
перпендикулярных щелей шириной 0,3 мм в 
соответствии [2-4], была изготовлена структура, 
состоящая из нескольких элементов фото-
чувствительных p–n гомопереходов. 
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Рис.2. ВАХ гомоперехода p-PbS1-xTex / n-PbS1-хTeх 

изменяется в интервале β=1,5÷2, что характер-
но для генерационно-рекомбинационного меха-
низма протекания тока через область простран-
ственного заряда. 
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Рис.3. Спектральная характеристика p-n гомопере-

хода в пленках PbS1-xTex 
 

Изготовленная многоэлементная структура об-
ладает высоким техническим параметром RоA=20÷ 
30 Ом·см2 сравнимым с аналогичной величиной при-
веденной в литературе [2]. 
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